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1. Karakteristika nelinearnega cetveropola je podana z enacbama:
Uy = a-i, (a=2 V/mAz)
U, = ciy +diy’ (c=3kQ,d=1V/mA®)
Dolocite diferencialne upornostne (impedan¢ne) parametre rj; v delovni tocki I} = 1 mA,
I, =5 mA. IzraCunajte tudi spremembo napetosti AU; pri majhni spremembi toka Al; =0.01 mA

v okolici delovne tocke. (R: parcialno odvajanje, 1, =4 kQ, rip = 0, 1y = 3 kO, 1y = 75 kO,
AU =4l =40 ll’IV)

2. Silicij vsebuje primesi bora N5 = 6:10"° cm’. Koliksen naj bo dodatek primesi fosforja, da bo
postal polprevodnik nasprotnega tipa z dvakratno specificno upornostjo, Okoncni = 20zacetni
(,Un = 3,Up) (R Ozacetni — 261\011cni~, q,UpN;\ - 2q,Un(ND'N;\) —> ND =7- 101’\' Clﬂ_ﬁ)

3. Dolocite inkrementalno nadomestno vezje zaporno polarizirane (Ugr = 1 V) silicijeve diode, ki
ima stopni&asti n'p spoj z Np = 310" cm™ v n-plasti in Ny = 2:10"* cm™ v p-plasti. Povrina
spoja je 1 mm’. Izradunajte difuzijsko napetost Up (Ur = 25.66 mV, n; = 10" ecm™). (R:
spojna kapacitivnost Cr, Up = 0.696 V (enacba na listu), D = X, = 3.256 um, Ct = ¢éA/D =
30.71 pF)

4. Za napetostni stabilizator s prebojno diodo in priklju¢enim bremenom izracunajte najmanjSo
dopustno vrednost vhodne napetosti Uy, ki $e zagotavlja minimalni tok ¢ez prebojno diodo
(pogoj za stabilizacijo) lzmin = 5 mA. Pri izraCunu upostevajte tudi diodno upornost r, = 10 Q
(R=100 Q, Uz =6.2 V, R, =600 Q). (R: diodo nadomestimo z Uy in I, 1z vezja zapisemo

enaébe: Ui7h min — U/() + r7|/mim IRh = Ui7h Iﬂi]l/Rha U\'h min — R(I7 min + IRb) + Uizh min — 779 V)
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Rezultati kolokvija bodo objavljeni do torka 29. 11. 2005 na oglasni deski v 3. nadstropju (Elektronika)
in na e-Studentu.



